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= El siguiente cuestionario corresponde a la primera parte de la evaluacién integradora de la materia
Dispositivos Semiconductores. El mismo consta de 5 preguntas y debe ser respondido en una hora,
comenzando a las 15:00 y finalizando a las 16:00 sin excepcion.

= Se recomienda organizar el tiempo para demorar 10 minutos por pregunta.

= Algunas preguntas pueden ser del tipo multiple choice (MC) y otras pueden ser con respuesta numérica.

= En las preguntas MC existe siempre una tnica respuesta correcta.

= En las preguntas numéricas debe responderse con unidades siempre y cuando corresponda.

= El cuestionario se aprueba con 3 preguntas correctas.

= La aprobacién del cuestionario es necesaria para acceder a la segunda parte de la evaluacién, pero no es
suficiente para aprobar la evaluacién integradora.

= En caso de no aprobar el cuestionario, la evaluacion integradora estard desaprobada.

Pregunta Respuesta Correccién
1
2
3
4
5
Calificacion Cuestionario:
Nota Examen:
Nota Final:

Firmar

al entregar:
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1) Dos diodos de juntura PN sélo se diferencian por haber sido fabricados con distinto material semicon-
ductor, manteniendo iguales entre si su geometria y niveles de dopaje de cada lado de la juntura. Como
consecuencia, se obtienen dos corrientes de saturacién inversa distintas para cada uno de ellos: Ig; = 200 fA
y Igo = 20fA. Se disponen en un arreglo serie donde el D; se encuentra polarizado en inversa y Do en
directa a través de una fuente de tensién (Vp = 9V) y un resistor (1k2). ;Cémo son las caidas de tensién
de cada uno de los diodos?

) Vp1 ~25mV y Vps ~9V.
) Vp1 = 62mV y Vps ~9V.
) Vp1 0.7V y Vpy ~8.3V.
) Vp1 29V y Vpy ~2.5mV.
)
)

H 8 Q@ =

Vb1 ~9V y Vps >~ 62mV.
Vp1 =83V y Vpy ~0.7V.

=

2) Para un transistor MOSFET canal P, jcuél de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de “El
Pinch-off”?

A) Una vez superado el “pinch-off”, el campo eléctrico lateral en todo el canal aumenta considera-
blemente y es muy elevado.

B) En régimen de saturacién la corriente no satura, sino que el canal estd saturado de portadores y
el transistor se comporta como un resistor de bajo valor.

C) Una vez superado el “pinch-off”, la densidad de portadores libres en el canal aumenta conside-
rablemente, pero el campo eléctrico disminuye manteniendo la corriente constante.

D) Una vez superado el “pinch-off”, se mantiene constante tanto el perfil de densidad de portadores
como el campo eléctrico lateral a lo largo del canal, de forma tal que la corriente se mantiene
constante.

E) Cuando sucede “El Pinch-oft”, en el extremo de Drain el campo eléctrico lateral es nulo.

3) Un transistor TBJ PNP estd polarizado en MAD a temperatura ambiente.

Se conocen la.ms pendlentes de? las concentracio- fin (cm?/(Vs))  pp (cm?/(Vs))
nes de minoritarios en el emisor, base y colec-

tor, siendo su valor absoluto 8.775 x 10 cm™4, Emisor 900 300
3.515 x 100 cm—4 y 5.05 x 108 cm ™4, respectiva- Base 1400 450
Colector 1450 480

mente.

También se conocen las movilidades en cada una de las regiones (ver tabla).

Determinar el valor de la densidad de corriente de colector (J¢).

4) Se implementa un amplificador emisor comun sin realimentacién con un transistor NPN con pardmetros
B =300y V4 — oco. La tensién de alimentacion es Voo = 9V, y el transistor estd polarizado con dos
resistencia de base siendo Rg; = 10k(2 entre la fuente de alimentacién y la base del transistor, Rgs = 1k}
entre la base del transistor y tierra, y una resistencia de colector, R = 1502 conectada a la fuente de
alimentacién. A la entrada del amplificador, se conecta una sefial senoidal (vs) de tensién pico 15mV y
resistencia serie Ry = 100§2 a través de un capacitor de desacople de valor adecuado. Calcular la tensién
pico de la senal de salida vgq-

5) Un JFET de canal N esta conectado de la siguiente forma: el drain conectado a una fuente de alimentacién
de 5V, el source conectado al cidtodo de un diodo zener, y el gate del JFET conectado a una fuente
de tensién (Vg) que controla la corriente de drain. Los pardmetros del transistor son Ipgs = 50mA
y Vp = —2V. El anodo del diodo zener estd conectado a tierra, y sus parametros son Vy; = 2.7V,
Lmin = 0.1mA y 1,4, = 20mA. Calcular el valor de Vi para que el diodo funcione en la regién de zener
disipando la mitad de su potencia méxima.
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